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Получение однородных лазерных кристаллов Nd:YAG больших размеров связано с проблемой неоднородного распределения примеси по длине кристалла. Низкое значение коэффициента (k(1) распределения ионов Nd3+ приводит к нарушению равновесных условий роста и сопровождается изменением концентрации примеси в расплаве в процессе кристаллизации. В настоящей работе, с использованием особенностей метода горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК), на примере кристаллов Nd:YAG, предложен способ выращивания кристаллов с равномерным распределением примесей, коэффициент распределения которых k(1.

